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J. ŻMIJA, M. DEIVIIANIUK:Zasiosowa/?/a związków półprzewodnikowych A" B'" z dużą 
przerwą energetyczną w dozymetrii promieniowania jonizującego we współczesnej 
optyce i urządzeniach zobrazowania informacji. 
W praoy przedstawiono niektóre zastosowania monokryształów związków a " b ^ zduża 
przerwą energetyczną w detekcji promieniowania jonizującego, współczesnej optyce 
i urządzeniach zobrazowania informacji. 

j . TOMASZEWSKI, J. KOREC, E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, A. BRZOZOWSKI: 
Przyczyny rozrzutów rezystywności krzemowych warstw epitaksjalnych w układach 
wielo warstwo wych. 
Przeprowadzono analizę przyczyn dużych rozrzutow rezystywnosci warstw epitaksjal 
nych pomiędzy kolejnymi procesami oraz w ramach jednego procesu epitaksji przy 
otrzymywaniu wielowarstwowych struktur typu n/p/p oraz p /n /n . 

S. WILCZYŃSKI, A. HRUBAN, S. STRZELECKA. Wpływ domieszkowania na własności 
elektryczne i termoelektryczne tellurku ołowiu. 
W pracy został zbadany i określony wpływ odchylenia od składu stechiometrycznego 
oraz domieszkowani? na własnosci elektryczne i termoelektryczne'polikrystalicznego 
PbTe. Przeprowadzone badania optymalizacji składu i ilości domieszki pozwoliły 
otrzymać materiał typu N oraz P do zastosowań w termogeneratorach. Określone za-
leżności pozwoliły także kontrolować przebieg procesu technologicznego. 
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J. ŻMIJA, M. Applications of A^^B"^'compounds with large energy gap to 
detection of ionizing radiapon and display devices. 
Some of the application of single crystals of A"B*"compounds with large energy gap 
are presented in the detection of the ionized radiation, the modern opticts and display 
devices. 

J. TOMASZEWSKI, J. KOREC, E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, A. BRZOZOWSKI: 
The effective causes of the nonuniformity of the silicon epitaxial layers resistivity in 
multilayer structures. 
The reasons low uniformity of the silicon layers resistivity are analysed concerning the 
multilayer n/p/p• and p/n/n structures. 

S. WILCZYŃSKI, A. HRUBAN, S. STRZELECKA: The influence of doping on the electri-
cal and thermoelectrical properties of Pb Te. 
The influence of the chemical composition of the liquid phase and the quantity of do-
pants on the electrical and thermoelectrical properties of policrystaline PbTe was in-
vestigated. Based on the results, the optimum conditions for obtaining good materials 
for thermogeneratores were determined. 

http://rcin.org.pl



MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Nr 3/4 (31/32) - 1980 

KD. >KMHF1, M. flEMFlHKDK: RpuMenenufi coeduHenuû A"B^ vuupoKoù aanpeiMeHHOû 
30H0Û ó/ifí demeKUuu uoHusytomeeo ua/iynenu» u ycmpoûcme omoöpajKeHUfi uh-
(popMQLtuu 
B paöoTe npeACTaBjiHercfl HeKoropoe npuMeHeHne MOHOKpMcrannoB coeAHHeHMA 
A" B '̂c tunpoKOÍí sanpemeHHoií aoxoíí AEREKUMN MOHnaytomero nanyneHUH, COB-
p e M e H H O M OnTMKM H yCTpo i iCTB 0 T 0 6 p a i < e H M H MHCjDOpMaUMM. 

C. TOMAliJEBCKH, fl. KOP,EU, E. HOCCA>KEBCKA-OPnOBCKA, A. B>K030BCKM:/7pí7-
^UHb! pasópoca ydenbHoeo conpomueneHu» e MHoeocnoÛHux anumaKCuanbHux 
CnORX KpeMHUH 
riposeAGH aHanM3 npunnH BOSHMKHOBeHUH öojibiunx paaöpocoB sennnnHbi VAsnb-
Horo conpoTMBfieHun annTaKCMa/ibHbix c/ioes KpeMHun B npoueccax MSROTOBNEHUH 
MHorocnoíÍHbix crpytoypTuna n/p/p^ u p/n/n^ 

C. Bl/lflbMUHCKM, A. XRVBAH, C. CTPEJIEUKA: Bnunnue neeupoeoHu» na oneKmpu-
necKue u mepMosneKmpu^ecKue ceoúcmea nonuKpucmannu^ecKoeo Pb Te 
MÇCJIEAOBAHO ENNNHNE XNMNSECKORO cocraBa >KMAKOM Ĉ DASBI N KONNMECTBA npniviecH 
Ha aneKTpuHecKne n TepMoa/ieKTpunecKne cBoíícTBa nonMKpucTannnHecKoro Pb Te. 
Baanpya Ha peaynbraiax paöoTbi onpeAeneno yc/ioBun nonyMenun xopotuero Maie-
pnana na TepMorenepaTopbi. 
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